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Descriere:

Inventia se referd la tehnologia semiconductorilor si poate fi utilizati la obtinerea heterojonctiunilor p InP-pInP/CdS si p'GaAs-
pGaAs/CdS pentru celule solare si fotodiode.

Este cunoscut procedeul de preparare a heterojonctiunilor p'InP-pInP/CdS pentru celule solare, care consti in aceea ci pe
structura p' InP-pInP, in volum izolat, in flux de hidrogen sunt crescute straturi subtiri n-CdS [1].

Neajunsul acestui procedeu este productivitatea mici si consumul mare de material la tiierea structurilor p'InP-pInP, in
dependenta de configuratia casetei.

Cel mai apropiat analog de solutia tehnica prezentata este procedeul de preparare a celulelor solare CdS/InP prin depunerea prin
reactie chimica a straturilor CdS [2].

Conform celui mai apropiat analog procesul de preparare a heterojonctiunilor consti in urmitoarele. Cresterea structurilor p'InP-
pInP sau p'GaAs-pGaAs in sistem de cloruri cu transport de gaze, decaparea chimici, plasarea structurilor in reactor pentru cresterea
straturilor CdS, purjarea reactorului cu hidrogen, incalzirea cuptorului pand la temperaturile sursei si a structurilor respectiv de
800°C si 680°C, cresterea straturilor CdS.

Cu toate acestea, heterojonctiunile preparate dupa procedeul cunoscut au parametrii electrofizici relativ redusi, datoritd formarii
in procesul de crestere a unei jonctiuni p-n lente.

Aceasta sarcind de crestere a productivitatii si calitatii parametrilor electrofizici ai celulelor solare poate fi realizatd cu ajutorul
procedeului propus de preparare a heterojonctiunilor InP/CdS si GaAs/CdS, care include cresterea structurilor p' InP-pInP si p'GaAs-
pGaAs in sistem de cloruri cu transport de gaze, decaparea chimica, plasarea structurilor in reactor, purjarea reactorului cu hidrogen,
incalzirea cuptorului electric, cresterea stratului CdS. Procesul de crestere a stratului CdS se efectueaza dupa amplasarea reactorului
in cuptor si stabilizarea temperaturilor, dupd aceasta reactorul este scos din cuptor. Totodata, in timpul cresterii debitele fluxului de
hidrogen in zona sursei si in zona de crestere sunt respectiv de 150 cm’/min si 220..240 cm’/min, iar in timpul stabilizarii
temperaturii si in timpul racirii respectiv de 20...30 cm*/min si 1000 cm*/min.

Rezultatul tehnic al inventiei constd In sporirea productivitatii procesului si calitatii parametrilor electrofizici ai
heterojonctiunilor pentru celule solare.

Cercetarea parametrilor electrofizici ai heterojonctiunilor a demonstrat cd acesti parametri depind de conditiile tehnologice la
inceputul si sfarsitul procesului de crestere si de durata aflirii la temperaturi nalte. Daci structura p' InP-pInP sau p'GaAs-pGaAs se
afld in zona termica in timpul ridicarii si stabilizarii temperaturii, atunci cresterea stratului CdS incepe pe suprafata din care se
evapord componenta cu presiunea partiald a vaporilor mai mare, adici P sau As. in afard de aceasta, pani la stabilizarea temperaturii
de crestere, se evapord, de asemenea, din zona sursei si se transportd in zona de crestere componenta mai volatila a sulfurii de
cadmiu.

Aceste procese nedorite, precum si difuzia reciprocd a componentelor heterojonctiunii in timpul cresterii stratului CdS conduc la
inrautatirea, largirea jonctiunii p-n si reducerea valorilor parametrilor electrofizici ai celulelor solare. Pentru excluderea acestor
fenomene nedorite, reactorul se amplaseaza in cuptor dupa stabilirea temperaturilor de crestere in zona sursei si in zona de crestere
respectiv de 800°C si 680°C si se efectueaza cresterea stratului CdS o anumita durata de timp, in dependenta de grosimea necesara.
Dupi cresterea stratului CdS reactorul este scos din cuptor si are loc o racire rapida. In timpul stabilizarii temperaturilor si in timpul
racirii debitul fluxului deasupra sursei CdS se reduce la minimum, iar deasupra straturilor se mareste.

Folosirea in procedeul propus a schemei: "plasarea structurilor in reactor - purjarea reactorului cu hidrogen si concomitent
stabilizarea temperaturilor - amplasarea reactorului in cuptor - cresterea stratului CdS - scoaterea reactorului din cuptor" contribuie la
imbunatatirea parametrilor electrofizici ai heterojonctiunilor.

Exemplu. Cresterea structurilor p InP-pInP si p GaAs-pGaAs se efectueaza in sistem de cloruri cu transport de gaze. Inainte de
cresterea stratului CdS structurile sunt supuse decaparii chimice pentru improspatare. Apoi structurile sunt plasate in reactor si se
efectueazi purjarea cu hidrogen cu un debit total D =1000 cm*/min timp de o ord, concomitent se conecteazi cuptorul electric si se
stabilesc temperaturile in zona sursei si in zona de crestere respectiv de 800°C si 680°C, se stabilesc fluxurile de hidrogen de 20...30
cm’/min in zona sursei si 1000 cm®/min in zona de crestere, apoi se amplaseaza reactorul in cuptor si dupi stabilizarea in decursul a
2..3 min a temperaturilor necesare se mireste fluxul de hidrogen in zona sursei pani la 150 cm’/min, iar in zona de crestere se
stabileste 220 cm®/min, se efectueazi procesul de crestere a stratului CdS de grosimea necesard, se stabileste fluxul initial de
hidrogen in zona sursei si In zona cresterii si se scoate reactorul din cuptor, se raceste reactorul si se stopeaza procesul.

Depunerea electrozilor de contact pentru cercetarea parametrilor electrofizici se efectueaza prin procedeul evaporarii in vid a
aliajului Ag +2%Zn pentru p'InP si p'GaAs si In pentru CdS cu tratare termica ulterioara.

Aprecierea calitatii heterojonctiunilor, efectuatd prin masurarea parametrilor electrofizici, a demonstrat ca celulele solare obtinute
prin procedeul propus au un randament de 16...17%, iar cele obtinute prin procedeul celui mai apropiat analog au randamentul de
14...15%.

Folosirea procedeului propus pentru cresterea stratului CdS pe structurile p'InP-pInP sau p'GaAs-pGaAs asigurid reducerea de
doua ori a duratei procesului, micsorarea de 1,5 ori a consumului de hidrogen si marirea de 10 ori a productivitatii in comparatie cu
procedeul de obtinere a acestor heterojonctiuni in volum izolat in care se obtin structuri cu aceiasi parametri energetici.

Procedeul propus de preparare a heterojonctiunilor pentru celule solare este accesibil, usor dirijabil si poate fi reprodus pentru
utilajul modern in conditii industriale.



